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4.1. Schaltungstechnik: MOS-Transistoren (1)
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4.1. Schaltungstechnik: MOSFET-Verarmungstyp
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4.1. Schaltungstechnik: MOSFET- Anreicherungstyp
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4.1. Schaltungstechnik: MOSFET-Kennlinien
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4.1. Schaltungstechnik: n-MOS-Inverter (I)
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4.1. Schaltungstechnik: n-MOS-Inverter (II)
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4.1. Schaltungstechnik: CMOS-Inverter
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4.1. Schaltungstechnik: CMOS-Kennlinienfeld
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4.1. Schaltungstechnik: CMOS-Ubertragungskennlinie
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4.2. n-Wannen-CMOS-Prozess (I)

CMOS-Prozesse

* n-Wannen-Prozess
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Herstellungsschritte im n-Wannen-CMOS-Prozess

Wafer mit SiO, (Oxidation)
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p-Substrat
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Fotoresist Masken
0,
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4.2. n-Wannen-CMOS-Prozess (Il)

Entwickeln des Fotoresits
Masken

1 Fotoresist
Si0,

p-Substrat

Atzen des nicht abgedeckten SiO,

| Fotoresist
l Sio,

p-Substrat

Ablésen des Fotoresists

] [] sio;

p-Substrat

ionenimpiantation und Tempern zur Biidung der n-Wanne
] | sio.

n-Wanne

p-Substrat

o Universitat Karlsruhe (TH) Institut fir Mikro-und Nanoelektronische Systeme |jj1g| 12




4.2. n-Wannen-CMOS-Prozess (lll)

Abétzen des SiO, mit HF
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4.2. n-Wannen-CMOS-Prozess (1V)
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4.2. n-Wannen-CMOS-Prozess (V)

Dickes Feldoxid und Strukturierung der Via's
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4.3. p-Wannen-CMOS-Prozess
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4.3. Latch-up Effekt: p-Wannen CMOS
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4.3. Latch-up Effekt: n-Wannen CMOS
Vi O0V) v VopG V)
B S
npn transistor
RP L
p-type substrate
pnp transistor
Beseitigung des Latch-up Effektes
. Doppelwannen-Prozess (Twin-well)
. Schutzringe (guard rings)
. Graben-Isolation
. Silicon-on-Isolator (SOI)
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4.4. Doppelwannen CMOS-Prozess (l)
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4.4. Doppelwannen CMOS-Prozess (Il)

Eingang

Ausgang
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Vorteile:

- n-Kanal und p-Kanal-Transistor kdnnen jeder fur sich optimiert werden.
- hochohmiges Substrat reduziert die Anfalligkeit fir den Latch-Up-Effekt
- Feldoxid reduziert die Leckstréme zwischen den beiden Transistoren

Nachteile:

- Zusatzliche Prozessschritte und damit teurer als der p-well Prozess
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4.5. Silicon-on-Isolator (SOI)

Eingang

Vergrabene Oxidschicht

Silizium-Wafer

Vorteile:

- Isolierendes Substrat , d.h: keine Substrateffekte
- Kein Latch-Up
- Keine parasitaren Kapazitaten gegenuber Versorgungsspannung

Nachteile:
- Zusatzliche Prozessschritte
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